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MEI3001 

输入电压 40V 带载 0.6A 的工业级 DC/DC 降压型稳压器 

概述                                              特点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

典型应用图 

BS

FB

GND

SW
Vin

EN

L(6.8uH)

C1
(option)

Cin

MEI3001R3 D1

Cboot

IN Vout

Co

R1

R2

 

MEI3001 是应用于工业级标准的异步整流降压型稳压

器。它在很宽的输入电压范围内（4.75V~40V）能够提供高达

0.6A 的负载能力。  

MEI3001 系统采用 PWM 控制模式，具有很好的瞬态响

应和逐周期限流功能。同时，在轻载条件下系统自动切换到

PFM 模式，保证较高的轻载效率。 

MEI3001内置功率管具有较低的RDSON (典型值为0.9Ω)，

典型情况下效率高达 90%。它内置了软启动和环路补偿，以

及 550K 固定工作频率，保证了产品性能的同时也大幅度降低

了产品应用所需的外围器件。 

MEI3001 还具有过热关断、输入欠压保护、BS 欠压保护

和短路保护。 

● 反馈端基准电压 0.8V 

● 输入电压范围 4.75V~40V 

● 输出电流高达 0.6A 

● 工作频率 550KHZ 

● 最大效率 90% 

● PWM和PFM模式自动切换 

● 较低的关断消耗 IQ =0.7 μA （典型） 

● 短路保护 

● 内置软启动 

● 内置补偿  

封装形式 

● 6-pin：SOT23-6 

 

应用场合 

● 电池供电设备 

● 工业级分立式电源 

● 便携媒体设备 

● 便携手持设备 



                                                                                            MEI3001 

                                                                                           

 

V01                                  www.microne.com.cn                           Page 2 of 13  

选购指南 
产品型号说明 

 I  30 01 X XX G 

环保标识

封装形式
      如：M6—SOT23-6

版本或功能
 

产品品种号

产品类别号

工业级产品标志

 

ME

公司标志
 

产品脚位图 
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脚位功能说明 

PIN 脚位 符号 功能说明 

1 BS 内置MOSFET的栅极驱动升压端，BS和SW之间连接CBOOT电容。 

2 GND 地线 

3 FB 
反馈引脚：通过分压器设置输出电压，VOUT= VFB (1+(R1/R2))。 

反馈电阻通常在100Ω至10KΩ之间选择。 

4 EN 
芯片使能端，逻辑开关。该脚位接GND，芯片关断；接高电位，芯片开启。如果不使用该

功能可以将该脚位和VIN之间接1MΩ电阻。 

5 IN 电源输入端：输入电压范围4.75V~40V。 

6 SW 功率管输出端：连接电感、二极管和CBOOT电容。 
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功能框图 
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绝对最大额定值 

参数 极限值 单位 

电源电压 VIN -0.3~45 V 

EN电压 VEN   6                                                                                                                                          V 

SW电压 Vsw -0.3~45 V 

反馈电压 VFB -0.3~5 V 

开关电压 VSW -1~45 V 

SW 电压 7 V 

封装热阻 θja（SOT23-6） 189 ºC /W 

最高结温 150 °C 

引脚温度 300 °C 

ESD 保护：人体模型 2 KV 

注意：绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值，请在任何情况下勿超出该额定值。 
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推荐工作条件 

参数 最小值 最大值 单位 

电源电压, VIN 4.75 40 V 

SW 电压 - 42 V 

工作结温范围 -40 125 °C 

存储温度范围 -55 150 °C 

电气参数 

“·”表示适用于全温度范围 ( TJ = −40°C ~ +125°C)，若未特殊标注则表示条件在TJ = 25°C。最大和最小值是依据

设计、测试和数据统计方式得出，典型值代表大部分的标准参数，在 TJ = +25°C， 以下参数仅用于参考。除特殊声

明，则以下应用条件为： VIN = 12V。 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

IQ· 静态电流 

EN=0 V - 0.7 4.0 μA 

芯片开启，无开关 - 0.6 1.1 
mA 

芯片开启，无负载 - 1.1 1.6 

RDSON· 导通电阻  - 0.9 1.6 Ω 

ILSW· 开关漏电流 VIN =40V - 1 10 μA 

ICL 开关限流  - 1.2 - A 

IFB· 偏置脚电流  - 0.1 1.0 μA 

VFB· 反馈电压  0.788 0.8 0.812 V 

tMIN 最小导通时间  - 120 - nS 

fSW· 开关频率 VFB=0.5V - 550 - KHz 

Fshort 短路频率 VFB = 0V - 140 - KHz 

DMAX 最大占空比 VFB = 1.0V - 88 94 % 

Vuvp· 

Vuvhy· 
输入欠压保护阈值 

开启阈值 - 4.4 4.9 V 

关断阈值 3.9 4.1 - V 

VEN_ST· EN 关断阈值 VEN 上升 0.5 - 2.5 V 

T 温度保护  - 160 - °C 
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典型性能参数 

T =25°C, 除特殊说明外。 

   

 

IQ vs. Vin（EN=2V,VIN=12V）
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温度特性 
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IQ vs. Temperature（EN=0V,VIN=12V）
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IQ vs. Temperature（EN=2V,VIN=12V,VFB=1V）
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IQ vs. Temperature（EN=2V,VIN=12V）
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R d s o n  v s .  T e m p t e r a t u r e
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ILsw vs. Temperature (EN=0V,Vin=40V)
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F s w  v s .  T e m p e r a t u r e（V I N = 1 2 V）
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Vuvp vs. Temperature

（VOUT=3.3V,IOUT=100mA）
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Vuvhy vs. Temperature

（VOUT=3.3V,IOUT=100mA）
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Ven_st vs. Temperature

（VIN=12V,VOUT=3.3V,IOUT=100mA）
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开关特性 
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应用信息 

MEI3001在正常工作状态下有相应的功能电路对芯片进行保护。温度保护模块会对结温实时监测，在温度接近极

限值的情况下会关闭芯片防止损坏。输入欠压锁定功能可以有效防止在低于正常工作电压情况下开启芯片。功率管的

栅极驱动欠压锁定保证驱动MOSFET栅极电压足够高。同时，MEI3001也具有较低的关断电流，典型情况下近似为

0.7uA。 

连续工作模式 

MEI3001采用电流型PWM控制模式。稳压器将高输入电压降至较低输出电压。在连续模式（稳定状态下电感电流

从低至0），降压稳压器有两个工作周期。功率开关管连接VIN和SW。第一个工作周期功率管关闭，且二极管反偏。

电感开始储能，电流通过电感开始上升，此时负载电流由输出电容Co供给。第二个周期功率管开启，二极管正偏，利

用电感电流不能突变的原理，存储在电感的能量传输到负载和输出电容。两个周期的比率（占空比），决定了输出电

压。输出电压近似定义为：D=Vo/VIN ,D’ = (1- D)，这里D表示为占空比，D和D' 需要通过计算求得。 

计算方法 

该节只对外围器件选择提供指导。. 

设置输出电压 

输出电压设定，需要如上图所示将反馈脚和比例电阻连接。反馈电压为0.8V，因此通过设定电阻比例来调整输出

电压，公式为： 

R1+R2
Vo =0.8 *

R2
 

R2选择范围通常为100Ω-10 KΩ，给定R1和R2值再求解Vo ： 

Vo
R1=R2*( -1)

0.8V
 

前馈电容的选择 

内置补偿功能可以让用户在外围器件上更加节省成本。在反馈网络中使用前馈电容C1用于提高环路的瞬态响应或

相位裕度。 

   如果要最优的选择前馈电容，必须先了解交越频率。交越频率（也称作转换器带宽）可以通过网络分析仪获得。

当知道交越频率，前馈电容值C1可以通过下式计算： 

* *( )
*

 
CROSS

1 1 1 1
C1

2 F R1 R1 R2
 

 其中，FCROSS代表交越频率。为了减少瞬态纹波，可以增加前馈电容值将交越频率推向更远。尽管这样可以提高瞬

态响应，但它也降低了相位裕度，引入了更多的振铃信号。另一方面，如果更在乎相位裕度，可以减小前馈电容值，

将交越频率推向较窄的范围。 



                                                                                            MEI3001 

                                                                                           

 

V01                                  www.microne.com.cn                           Page 10 of 13  

 

前馈电容 C1 选择推荐表 说明 

  R1 R2 C1 

VIN≤40V 
VO=5V 

5.1KΩ 1KΩ 47p-220p 

56KΩ 10KΩ 47p-100p 

VO=3.3V 

3.3KΩ 1KΩ 440p-660p 
VIN≤24V 

 
10KΩ 3KΩ 100p-330p 

33KΩ 10KΩ 67p-100p 

 

输入电容 

VIN和GND之间接一个低ESR陶瓷电容(CIN)，典型值为2.2 μF~10 μF，该电容能阻值较大的输入瞬态电压。其值

取决于结构，在额定电压下，陶瓷电容值能够减少至其额定值的50%。查阅电容厂商的数据表，了解电容值在电压和

温度调节下的衰减率。 

电感选择 

大多数电感的临界参数是感应系数、峰值电流和直流寄生电阻。电感决定了电感纹波电流的峰峰值，输入和输出

电压。 

                                

RIPPLE SW

(VIN- Vo)* Vo
L =
VIN*I * f

 

较大电感值可以减少纹波电流，但却增加电导损耗、磁心损耗，作用于电感和开关器件上的电流应力。这样也需要

较大的输出电容，以保证相同的输出电压纹波。合理取值是保证纹波电流为输出直流的30%。由于纹波电流会随着输

入电压增加，因此最大输入电压也相应决定了电感取值。电感的直流寄生电阻是关于效率的一个重要参数。较低的直

流寄生电阻需要较大的绕组。效率和磁芯尺寸最优折中是电感铜损等于输出电压的2%。在MEI3001带载1A甚至更大的

情况下，大多数应用的电感最佳选择范围是6.8μH到15μH。采用这样的取值，能够保证MEI3001达到最大电流而电感

也不会饱和。这样避免了MEI3001进入热保护以及短路或长期过载情况下电感一定几率损坏的情况发生。 

输出电容 

输出电容Co的选择取决于允许的最大输出电压纹波。恒定频率下的输出纹波，PWM模式下的近似公式： 

RIPPLE RIPPLE

SW

1
V =I *(ESR+ )

8* f *Co
 

ESR（寄生电阻）通常决定了输出电压纹波的大小。这里推荐选择低ESR的陶瓷电容。推荐电容值在22μF~100μF

范围选择，其ESR需要低于0.1Ω。 

电压抬升电容 

电压抬升电容Cboot，推荐选值为0.15μF或大于该值。如果应用中输入电压小于输出电压两倍以上，推荐选择更
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大的电容以确保内部足够的驱动电压和一致的RDSON，取值通常为0.15μF~1μF。 

软启动  

内置软启动，由时钟信号控制，防止开启瞬间的电流过冲。 

使能操作 

MEI3001的使能端EN用1.5V或更高的逻辑信号控制开启。如果不使用该功能，可以将EN脚与VIN用一个1MΩ甚至

更大的电阻连接。EN脚最大电压不能超过5V。  

肖特基二极管 

二极管D1的击穿电压通常是大于输入电压的25%。大多数情况下，为了更好的稳定性，电路中的二极管要考虑输

出的最大电流。如果输入电压远远高出输出电压，二极管平均电流将会较低。这样采用一个较低的平均额定电流的二

极管，最佳二极管选择可参考(1-D)Io，然而峰值电流会比最大输出电流大0.5A至1A。 

PCB布板参考 

为了减少传导引起的噪声问题，反馈网络的地线应该直接连接到GND。反馈网络电阻R1和R2应该尽量接近FB脚，

远离电感以减小对反馈端的耦合噪声。输入旁路电容CIN一定要接近VIN脚，这样可以减少寄生电阻带来的输入电压纹

波对芯片的影响。电感L应接近SW脚以减少磁性噪声和电性噪声。输出电容Co应接近L和D1的节点。L、D1和Co彼此

连线越短越好，这样可以减少传导噪声和辐射噪声同时增加总效率。D1、CIN和Co到地的连线应该尽可能的贴近系统

的地线，且只有一个节点（更适合选择Co和地线的节点），这样可以减少系统地的传导噪声。 
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封装信息 

● 封装类型:SOT23-6   

 

参数 
尺寸（mm） 尺寸（Inch） 

最小值 最大值 最小值 最大值 

A 1.0 1.5 0.0394  0.0591  

A1 0 0.15 0.0000  0.0059  

A2 0.9 1.3 0.0354  0.0512  

A3 0.55 0.75 0.0217  0.0295  

b 0.25 0.5 0.0098  0.0197  

c 0.1 0.25 0.0039  0.0098  

D 2.7 3.12 0.1063  0.1228  

e1 1.9(TYP) 0.0748(TYP) 

E 2.6 3.1 0.1024  0.1220  

E1 1.4 1.8 0.0551  0.0709  

e  0.95(TYP) 0.0374(TYP) 

L 0.25 0.6 0.0098  0.0236  

θ 0 8° 0.0000  8° 

c1 0.2(TYP) 0.0079(TYP) 
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 本资料内容，随产品的改进，可能会有未经预告之更改。 

 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题，本公司不承担其责任。另外，应用

电路示例为产品之代表性应用说明，非保证批量生产之设计。 

 本资料内容未经本公司许可，严禁以其他目的加以转载或复制等。 

 本资料所记载之产品，未经本公司书面许可，不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联

器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。 

 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性，但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或错误工

作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等，请充分留心冗余设计、

火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。 


